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内容概要

　　 纳米电子学是纳米科学与技术这一新兴学科的重要组成部分。
它代表了微电子学的发展趋势并将成为下一代电子科学与技术的基础。
本书内容分为三个部分。
第一部分系统地阐述了纳米电子学的基本概念和理论。
主要内容包括现代集成电路的物理极限和技术障碍，纳米结构中的新现象（第1章），纳米电子结构
及其电子态（第2章），纳米电子器件输运理论（第3章）。
第二部分介绍纳米尺度的电子器件；包括共振隧穿器件（第4章）、单电子器件（第5章）、量子点器
件（第6章）和纳米CMOS器件（第7章）。
第三部分论述对纳米器件性能有极大影响的电噪声理论及应用（第8章）。
全书强调新概念、新现象的阐述以及定性描述与定量理论表述相互结合。
?    本书可以作为高等院校电子科学与技术、微电子学、应用物理、电子工程和材料科学等有关专业高
年级学生及研究生教材，也适于有关领域的科学家、工程师及高校师生参考。
?
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